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گراف̃ن ِ هموار یِ نانُنوارها ِ ساختن

دارد ی مطلوب یِ ͳ΋انی΋م و ͳ΋تری΋ال یِ ویژه�گیها که است، گرافیت یِ ͳتک�اتم یِ لایه Έی گراف̃ن

سیلیسیم ِ خلاف بر گراف̃ن اما شود. ͳ΋ترˇنی΋ال یِ مدارها در سیلیسیم یِ برا ی جایΎزین آینده در شاید و

بˇرد. کار به ͳمدارگزین یِ برا را آن نمیشود خاطر ین هم به و ندارد انرژی ِ گاف دیΎر) یِ نیمرساناها (و

ِ بازکردن یا گراف̃ن ِ بریدن با قبلَن دارند. انرژی ِ گاف باشند Έباری ͳکاف ِ حد به که گراف̃ن یِ نوارها

10 nm از بیش یِشان (پنها اند پهن ی خیل نوارها این اما بسازند، گراف̃ن ِ نوار اند توانسته کربن�نانُلوله

لبه�ها ِ نامنظمبودن باشد. کم باید پهنا انرژی، ِ گاف ِ وجود یِ برا نیست. هموار هم یِشان لبه�ها و است)

می΋ند. خراب را نوارها یِ ͳ΋ترˇنی΋ال یِ ویژه�گیها هم

Έی یِ رو را ͳهیدرˇکربن ِ مل΋ول مجموعه Έی آن در که اند آورده بار ازپایننبه�بالا ِ روش Έی

آن ِ هیدرˇژن تا می΋نند گرم را حاصل ِ پلیمر میدهند. پیوند به را مل΋ولها این بعد و مینشانند زیرلایه

یِ نوارها این یِ پهنا م�ͳآید. دست به کربن یِ اتمها از ای تکلایه یی نوارها ترتیب این به و برود، بیرون

.[1] اند منظم هم نوارها این یِ لبه�ها و است، 1 nm گراف̃ن
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